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Einlasssystem fiir einen MOCVD-Reaktor 

Die Erfindung betrif ft eine Vorrichtung zum Abscheiden, insbesondere kristaUi- 
ner Schichten auf einem oder mehreren insbesondere kristallinen Substraten in 
einer Prozesskammer , welche eine Decke und einen dieser vertikal gegeniiber- 
liegenden beheizten Boden aufweist zur Aufnahme der Substrate, mit einem 
Gaseinlassorgan, welches vertikal ubereinander angeordnete Gaseinlasszonen 
ausbildet zum voneinander getrennten Einleiten mindestens eines ersten und 
eines zweiten gasformigen Ausgangsstoffes, welche Ausgangsstoffe zusammen 
mit einem Tragergas die Prozesskammer in Horizontalrichtung durchstrSmen, 
wobei sich der Gasstrom in einer unmittelbar an das Gaseinlassorgan angren- 
zenden Einlasszone homogenisiert und die Ausgangsstoffe zumindest teilweise 
vorzerlegt werden, deren Zerlegungsprodukte in einer sich an die Einlasszone 
angrenzenden Wachstumszone unter stetiger Verarmung des Gasstroms auf den 
Substraten abscheiden. 

Die Erfindung betriff t daruber hinaus ein Verf ahren zum Abscheiden insbeson- 
dere kristalliner Schichten auf einem oder mehreren, insbesondere kristallinen 
Substraten in einer Prozesskammer, welche eine Decke und einen dieser vertikal 
gegenuberliegenden, beheizten Boden aufweist, auf welchem die Substrate lie- 
gen, bei dem durch vertikal iibereinander angeordnete Gaseinlasszonen eines 
Gaseinlassorganes mindestens ein erster und ein zweiter gasf ormiger Ausgangs- 
stoff in die Prozesskammer eingeleitet wird, welche Ausgangsstoffe zusammen 
nut einem Tragergas die Prozesskammer in Horizontalrichtung durchstromen, 
wobei sich der Gasstrom in einer unmittelbar an das Gaseinlassorgan angren- 
zenden Einlasszone homogenisiert und die Ausgangsstoffe zumindest teilweise 
vorzerlegt werden, deren Zerlegungsprodukte in einer sich an die Einlasszone 
angrenzenden Wachstumszone unter stetiger Verarmung des Gasstroms auf den 

Substraten abgeschieden werden. 
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Eine derartige Vorrichtung bzw. ein derartiges Verf ahrens ist aus der 
DE 100 43 601 Al bekannt. Diese Schrift beschreibt eine kreissymmetrische Vor- 
richtung zum Abscheiden, insbesondere III-V-Halbleiterschichten auf HI-V- 
Halbleitersubstraten. Die bekannte Vorrichtung besitzt erne sich in der Horizon- 
talebene erstreckende kreiszylindrische Prozesskammer. Der Boden der Pro- 
zesskammer wird von einem beheizten Substrathalter ausgebildet. Auf dem 
Substrathalter befinden sich in kreisf Srmiger Anordnung um das Zentrum des- 
selben eine Vielzahl von Substrattragern. Auf jedem dieser Substrattrager k6n- 
nen ein oder mehrere Substrate angeordnet werden. Die Substrattrager sind 
drehangetrieben. Die dem Boden der Prozesskammer gegemiberliegende Decke 
der Prozesskammer kann ebenfalls beheizt sein. Im Zentrum der Decke befindet 
sich ein Gaseinlassorgan. Dieses ragt bis in die Prozesskammer hinein. Der in die 
Prozesskammer hineinragende Abschnitt des Gaseinlassorganes ist wasserge- 
kiihlt. Das Gaseinlassorgan bildet zwei vertikal iibereinander liegende Gasein- 
lasszonen aus. Die unmittelbar iiber dem Boden angeordnete Einlasszone befin- 
det sich zwischen der Bodenplatte und einer Stirnflache des Gaseinlassorganes, 
welche in ihrem Zentrum eine Offnung hat, aus welcher ein Hydrid zusammen 
mit einem Tragergas austritt. Bei diesem Hydrid kann es sich um Arsin, Phos- 
phin Oder um Ammoniak handeln. Oberhalb dieser Einlasszone befindet sich 
eine weitere Einlasszone, durch welche ebenfalls gemischt in einem Tragergas 
ein gasformiger Ausgangsstoff in die Prozesskammer eingeleitet wird. Bei die- 
sem gasformigen Ausgangsstoff kann es sich um TMGa, TMIn oder einer ande- 
ren metallorganischen Verbindung handeln. 

Bei typischen Prozessbedingungen ist der Strom des ersten Ausgangsstoffs, der 
durch die dem Boden der Prozesskammer benachbarte Gaseinlasszone stromt, 
erheblich grSfier als derjenige, der durch die zweite Gaseinlasszone stromt. Auch 
ist der Ausgangsstoff, der durch die erste Gaseinlasszone stromt, erheblich hoher 
konzentriert als der Ausgangsstoff, der durch die zweite Gaseinlasszone str5mt, 
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so dass nicht nur die Geschwindigkeit des durch die erste Gaseinlasszone strS- 
menden Gases erheblich grolEer ist als die Geschwindigkeit des durch die zweite 
Gaseinlasszone stromenden Gases, sondem sich die Dichten der Case auch er- 
heblich unterscheiden. 

In einer sich unmittelbar an das Gaseinlassorgan anschliefienden Einlasszone 
werden die Ausgangsstoff e thermisch teilweise zerlegt. In dieser Zone findet 
auch eine Homogenisierung der StrSmung bzw. eine Homogenisierung der Gas- 
phase statt. Die beiden Ausgangsstoffe miissen sich durchmischen. In einer sich 
an der Einlasszone stromabwarts anschliefienden Wachstumszone befinden sich 
die Substrate. In dieser Zone nimmt die Gasphasenkonzentration der Reaktanten 
und insbesondere der III-Komponente mit zunehmendem Abstand vom Gasein- 
lassorgan ab. Einhergehend mit dieser Gasphasenverarmung sinkt die Wachs- 
tumsrate mit wachsendem Abstand vom Gaseinlassorgan. Eine Kompensation 
zur Vergleichmafiigung des Wachstums ist durch die Rotation der Substrattrager 
gegeben. Diese Gegebenheiten beschreibt die DE 100 57 134 Al . 

Die Lage der Grenze zwischen Einlasszone und Wachstumszone wird durch das 
Maximum der Wachstumsrate bestimmt. Dieses Maximum liegt dort, wo die 
Vorzerlegung bzw. die Homogenisierung der Gasphase und des Stroms im We- 
sentlichen abgeschlossen ist und dass die wachstumslimitierende Gruppe III 
Ausgangsstoffe durch den dichten hochkonzentrierten Gasstrom aus dem unte- 
ren Einlass diffindiert sind. Das Maximum soli in Stromrichtung kurz vor dem 
Beginn der Wachstumszone liegen. 

Will man die Leistungsf ahigkeit der bekannten Vorrichtung dadurch vergrSfiern, 
dass man mehr Substrate gleichzeitig beschichten kann, so muss die Ausdeh- 
nung der Wachstumszone vergrSfiert werden. Gleichzeitig muss aber auch das 
Angebot der Ausgangsstoffe vergrofiert werden. Vergroliert man den Gasstrom 
der Ausgangsstoffe in die Prozesskammer, so verschiebt sich die Grenze zwi- 
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schen Einlasszone und Wachstumszone weg vom Gaseinlassorgan. Eine derarti- 
ge VergroiSerung der Gaseinlasszone ist aber unerwunscht, da sich in dieser Zo- 
ne nicht gewiinschte Addukte bilden kSnnen. Andererseits darf das Maximum 
der Wachstumsrate aber nicht innerhalb der Wachstumszone liegen, urn ein ho- 
mogenes Wachstum der Schichten auf den Substraten zu gewahrleisten. Dariiber 
hinaus bedingt eine VergroiSerung der Einlasszone entweder eine Verkleinerung 
der Wachstumszone oder die konstruktive Vergrofierung der ganzen Prozess- 
kammer. Letzteres ist aus Kostengriinden unerwiinscht. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, Mafinahmen anzugeben, wie 
die Nutzflache in einer Prozesskammer vergrofierbar ist. Diese Vergrofierung 
soil zudem ohne eine Reduzierung der Packungsdichte der Substrate auf dem 
Substrathalter moglich sein. 

Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Erfindung. 

Der Anspruch 1 sieht zunachst und im Wesentlichen eine zusatzliche Gaseinlass- 
zone des Gaseinlassorganes fur einen der beiden Ausgangsstoff e zur Verminde- 
rung der horizontalen Erstreckung der Einlasszone vor. Gemafi Vorschlag des 
Anspruchs 2 soil zur Verminderung der horizontalen Erstreckung der Einlasszo- 

der beider Ausgangsstoffe nicht nur durch eine, sondern durch zwei 
Gaseinlasszonen in die Prozesskammer geleitet werden. Vorzugsweise wird der 
erste Ausgangsstoff, der durch eine dem Boden der Prozesskammer benachbarte 
Gaseinlasszone eingeleitet wird, auch durch die zusatzliche Gaseinlasszone ein- 
geleitet. Diese kann der Decke der Prozesskammer benachbart sein. Dies hat zur 
Folge, dass insgesamt drei Gaseinlasszonen vorgesehen sind. Durch die beiden 
aufieren, der Decke bzw. dem Boden benachbarten Gaseinlasszonen wird die V- 
Komponente bzw. das Hydrid in die Prozesskammer eingeleitet. Durch die 
mittlere, gegebenenfalls mit einer Druckbarriere versehenen Gaseinlasszone wird 
die III-Komponente in die Prozesskammer eingeleitet. Bei dieser Komponente 
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handelt es sich vorzugsweise urn eine metallorganische Verbindung, die in ei- 
nem Tragergas, beispielsweise Stickstoff oder Wasserstoff gelSst ist. Auch bei 
der erfindungsgemailen Vorrichtung oder beim erfindungsgemafien Verf ahren 
kann der erste Ausgangsstoff in einer 100 bis 5000f ach hoheren Konzentration in 
die Prozesskammer eingeleitet werden, als der zweite Ausgangsstoff. Die erfin- 
dungsgemafie Vorrichtung kann einen beheizten Boden aufweisen. Die Decke 
kann entweder beheizt sein oder nicht beheizt sein. Bevorzugt handelt es sich 
aber um einen Warmwandreaktor mit beheizten Boden und nicht beheizter 
Decke. Ferner ist es moglich, dass die vertikale Hohe der dem Boden bzw. der 
Decke benachbarten Gaseinlasszonen geringer ist als die vertikale Hohe der 
mittleren Gaseinlasszone. Auch kann die Sumrne der beiden H6hen der den Bo- 
den bzw. der Decke benachbarten Gaseinlasszonen kleiner sein als die Hohe der 
mitderen Gaseinlasszone. Durch die aufieren Gaseinlasszonen kann das Gas mit 
einer hoheren Stromungsgeschwindigkeit als durch die mittlere Gaseinlasszone 
stromen. Der Reaktor kann einen drehangetriebenen Substrathalter aufweisen, 
wie ihn die DE 100 43 601 Al beschreibt. Der Substrathalter kann in gleicher 
Weise satellitenartig um das Zentrum des Substrathalters angeordnete Substrat- 

„ « i • • 



aufweisen. 



kreisformiger Anordnung eng aneinanderliegend die kreisformige Einlasszone 
umgeben. Die Wachstumszone hat dann eine kreisringformige Gestalt. Jeder ein- 
zelne Substrattrager kann insgesamt sieben Substrate tragen. Hierdurch wird 
eine hohe Packungsdichte erreicht. Das Gaseinlassorgan kann ebenso wie beim 
Stand der Technik wassergekxihlt sein, so dass eine sprunghafte Erwarmung des 
Prozessgases erfolgt, wenn dieses in die Prozesskammer stromt. Das Einlassor- 
gan ist so gestaltet, dass jede der drei oder mehr Einlasszonen individuell mit 
Gas versorgt werden kann. Hierzu sind entsprechende Massenflussregler und 
Ventile vorgesehen. Insbesondere die mittlere Gaseinlasszone, die der metallor- 
ganischen Komponente zugeordnet ist, kann eine Druckbarriere besitzen. Diese 
Druckbarriere kann aus einem porosen Material bestehen. Hierdurch wird eine 
Rlickdiffusion vermieden. Das Gaseinlassorgan kann in bekannter Weise eine 
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rotationssyrnmetrische Gestalt besitzen, wie beispielsweise in der 
DE 100 64 941 Al beschrieben wird. Der Substrathalter wird beheizt. Er wird 
rrdttelst Strahlung und/oder Warmeleitung erwarmt. Die Warme zum Beheizen 
des Bodens kann infrarot erzeugt werden. Eine elektrische Widerstandsbehei- 
zung ist auch moglich. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erf indung wird nachfolgend anhand beigefiigter 
Zeichnungen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 in grob schematischer Darstellung den Querschnitt durch eine Halite 
eines rotationssymmetrischen Reaktors, 

Fig. 2 den radialen Verlauf der Wachstumsrate und 

Fig. 3 die Drauf sicht auf einen Substrathalter mit insgesamt sechs Substrattra- 
gern, die jeweils mit sieben Substraten bestuckt sind. 

Das Ausfuhrungsbeispiel zeigt einen rotationssymmetrischen Reaktor, bei dem 
die Case im Zentrum eingeleitet werden und bei dem die Case im Bereich der 
Peripherie abgefuhrt werden. Die Erfindung betrifft aber auch solche Reaktoren, 
die die Form eines Rohres aufweisen, in welches einendseitig das Gas eingeleitet 
und anderendseitig das Gas abgeleitet wird. 

Wesentlich ist ein Gaseinlassorgan 5. Dieses befindet sich dort wo das Gas in die 
Prozesskammer eingeleitet wird, also bei einer Prozesskammer 1 mit kreissym- 
metrischer Gestalt im Zentrum. Das Gaseinlassorgan 5 besitzt drei vertikal xiber- 
einander angeordnete Gaseinlasszonen 6, 7, 8. Die drei Gaseinlasszonen befinden 
sich zwischen der Decke 2 und dem Boden 3 der Prozesskammer 1. 



» 



Im Ausmhrungsbeispiel wird der Boden 3 mittels geeigneter Mittel aktiv beheizt. 
Die Decke 2 wird indirekt durch den beheizten Boden 3 mittels StraMung und 
Warmeleitung erwarmt. Die Warme zum Beheizen des Bodens 3 kann inf rarot 
erzeugt werden. Es ist aber auch vorgesehen, die Warme auf die Art xmd Weise 
zu erzeugen, wie sie die DE 100 43 601 Al beschreibt, naxnlich durch Hochfre- 

quenz. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel durchstromt das Prozessgas die Prozesskammer 1 
vom Zentrum zur Peripherie. Zum Abscheiden von III-V-Halbleiter werden 
durch die Gaseinlasszonen 6, 8, die unmittelbar der Decke 2 bzw. dem Boden 3 
benachbart sind, die V-Komponenten als Hydride zugefuhrt. Insbesondere wird 
durch die Gaseinlasszonen 6 und 8 PH 3 , AsHs oder NHs eingeleitet. 

Durch die zwischen den aufieren Gaseinlasszonen 6 und 8 angeordnete rnittiere 
Gaseinlasszone 7 wird die metallorganische III-er-Komponente eingeleitet, insbe- 
sondere wird hier TMG oder TMI oder einer Al-Verbindung eingeleitet. 

Mit der Bezugsziffer 11 ist eine kreisringformige Druckbarriere aus einem poro- 
ses gasdurchlassigem Material bezeichnet. Durch diese stromt die III-er- 
Komponente zusammen mit dem Tragergas. Das Gas, welches durch die aufieren 
Gaseinlasszonen 6 und 8 tritt, ist in Dichte und Massenstrom grofier als das Gas, 
welches durch die rnittiere Gaseinlasszone 8 in die Prozesskammer 1 hinein- 
stromt. Die Gaseinfltisse in den Gaseinlasszonen 6, 8 lassen sich unabhangig zu 
dem Gasfluss in der Gaseinlasszone 7 einstellen. 

• Mit den Bezugsziffern 12 und 13 sind Stege oder Trennelemente bezeichnet, mit 
denen die durch die Gaseinlasszonen 6, 7, 8 in die Prozesskammer eintretenden 
Case getrennt werden. Die Darstellung erf olgt hier nur schematisch. Es sind 
selbstverstandlich solche Gasfuhrungsmittel, wie Rohre oder Kanale vorgesehen, 
die in der Lage sind, die durch die Gaseinlasszonen 6, 7, 8 stromenden Case 
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voneinander getrennt von einer Gasversorgungseinrichtung den Reaktor zu lei- 



ten. 



In der Figur 2 ist mit EZ die Einlasszone bezeichnet. Innerhalb dieser Einlasszone 
mischen sich die aus den Gaseinlasszonen 6 und 8 bzw. 7 in die Prozesskammer 
eintretenden reaktiven Komponenten. Dies erf olgt im Wesentlichen durch Diffu- 
sion. Eine ausreichende Durchmischung ist bis zu der als gestrichelte Linie in der 
Figur 2 dargestellten Grenze der Einlasszone erreicht. Bis zu dieser Grenze hat 
sich auch das Stromungsprofil in der Prozesskammer homogenisiert. Die pyroly- 
tisch zerlegbaren Komponenten und insbesondere das schwerer zerlegbare Hy- 
drid, welches durch die Gaseinlasszonen 6 und 8 in die Prozesskammer 1 
stromt, haben sich ebenf alls bis zu dieser Grenze teilweise pyrolytisch zerlegt. 
Die radiale Weite der Einlasszone EZ ist aber so gering, dass eine Addukt- 
Bildung zwischen den Komponenten in ausreichendem Mai3 verhindert wird. 

Die durchgezogene Kurve in Figur 2 charakterisiert die Wachstumsrate in Ab- 
hangigkeit vom Radialabstand vom Zentrum der Prozesskammer 1. Das Maxi- 
10 der Wachstumsrate r liegt kurz vor der Grenze der Einlasszone EZ. Im 
Bereich der sich radial auswarts an die Einlasszone EZ anschliefienden Wachs- 
tumszone GZ sinkt die Wachstumsrate r mit zunehnehmendem radialen Ab- 
stand R ab. Dieses Absinken der Wachstumsrate wird durch die Drehung der in 
der Figur 3 dargestellten kreisscheibenformigen Substrattrager 9 urn ihre eigene 
Achse kompensiert. Die Substrattrager 9 konnen dabei auf einem Gaspolster 
lagern und - wie in der DE 100 43 601 Al beschrieben - iiber Gastrahlen drehan- 
getrieben werden. Zur Vergleichmafiigung der Schichtdicke iiber den Substraten 
4 dient auch die Rotation des gesamten Substrathalters 3, der vom Boden des 
Prozesskammer 1 gebildet wird, urn die Prozesskammerachse. 

Wie aus der Figur 3 zu entnehmen ist, haben die einzelnen Substrattrager 4 einen 
Durchmesser der grofi genug ist, urn in dichtester Packung 7 2" -Substrate auf- 
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zunehmen. Insgesamt sind sechs Substrattrager in gleichmafiiger Verteilung urn 
das Zentrum des Substrathalters 3 angeordnet. 

Die strichpunktiert dargestellte Kurve in Figur 2 zeigt den Verlauf der Wachs- 
tumsrate r gegeniiber dem radialen Abstand R vom Zentrum der Prozesskam- 
mer 1 wie sie beim Stand der Technik verlauft, bei dem ein Gaseinlassorgan ver- 
wendet wird, wie es die DE 100 43 601 Al beschreibt. Durch die zusatzliche Ga- 
seinlasszone 8 fur die V-Komponente wandert das Maximum der Wachstumsra- 
te r zu einem geringeren Radialabstand R. 

Es ist vorgesehen, dass die vertikalen Hohen der Gasemlasszonen 6 und 8 jeweils 
gleich grofi sind. Durch diese Gasemlasszonen 6 und 8 sollen vorzugsweise auch 
dieselben Gasmengen pro Zeit strSmen. Die Hohen der Gasemlasszonen 6, 8 
sind geringer als die H6he der mittleren Gaseinlasszone 7. Insbesondere ist die 
Summe der H5hen der Gasemlasszonen 6 und 8 geringer als die Hohe der mittle- 
ren Einlasszone 7. 

Modellrechnungen bei einer Vorrichtung des Standes (DE 100 43 601 Al) haben 
gezeigt, dass die unterschiedlichen Dichten und die grofien Unterschiede in den 
Stromungsgeschwindigkeiten der durch die Gasemlasszonen in die Prozess- 
kammer eintretenden Case unterhalb der Decke im Bereich der Einlasszone EZ 
einen Ringwirbel erzeugen. Es wurde beobachtet, dass ein Gasstrom mit einem 
Gas, welches durch eine zusatzliche an die Decke 2 angrenzende Gaseinlasszone 
8 strOmt diesen Wirbel verhindert. Es entsteht ein in Bezug auf die horizontale 
Mittelebene der Prozesskammer 1 symmetrisches Stromungsprof il im Bereich 
der Einlasszone EZ, das sich bis zu der gestrichelt dargestellten Grenze zu einem 
parabolischen Stromungsprofil homogenisiert. 

Die Verhaltnisse der Hohen von Gaseinlasszone 6, Gaseinlasszone 7 und Ga- 
seinlasszone 8 zueinander betragt vorzugsweise 4: 15: 4. 
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Alle off enbaxten Merkmale sind (fur sich) erf indungswesentlich. In die Off enba- 
rung der Anmeldung wird hiermit auch der Off enbarungsinhalt der zugehSri- 
gen/beigeftigten Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhalt- 
lich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in An- 
spriiche vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. 
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ANSPRtFCHE 

1. Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf ei- 

oder mehreren insbesondere kristallinen Substraten in einer Prozess- 
kammer (1), welche eine Decke (2) und einen dieser vertikal gegenxiberlie- 
genden beheizten Boden (3) aufweist zur Aufnahme der Substrate (4), mit 
einem Gaseinlassorgan (5), welches vertikal ubereinander angeordnete Ga- 
seinlasszonen (6, 7) ausbildet zum voneinander getrennten Einleiten minde- 
stens eines ersten und eines zweiten gasf ormigen Ausgangsstoff es, welche 
Ausgangsstoffe zusammen mit einem Tragergas die Prozesskammer (1) in 
Horizontalrichtung durchstromen, wobei sich der Gasstrom in einer unmit- 
telbar an das Gaseinlassorgan (5) angrenzenden Einlasszone (EZ) homoge- 
nisiert und die Ausgangsstoffe zumindest teilweise vorzerlegt werden, de- 
ren Zerlegungsprodukte in einer sich an die Einlasszone (EZ) angrenzenden 
Wachstumszone (GZ) unter stetiger Verarmung des Gasstroms auf den 
Substraten (4) abscheiden, gekennzeichnet durch eine zusatzliche Gasein- 
lasszone (8) des Gaseinlassorganes (5) fur einen der beiden Ausgangsstoffe, 
Verminderung der horizontalen Erstreckung der Einlasszone (EZ). 



zur 



Verf ahren zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf einem 
Oder mehreren, insbesondere kristallinen Substraten in einer Prozesskam- 
mer (1), welche eine Decke (2) und einen dieser vertikal gegeniiberliegen- 
den, beheizten Boden (3) aufweist, auf welchem die Substrate (4) liegen, bei 
dem durch vertikal ubereinander angeordnete Gaseinlasszonen (6, 7) eines 
Gaseinlassorganes (5) mindestens ein erster und ein zweiter gasf ormiger 
Ausgangsstoff in die Prozesskammer (1) eingeleitet wird, welche Aus- 
gangsstoffe zusammen mit einem Tragergas die Prozesskammer (1) in Ho- 
rizontalrichtung durchstromen, wobei sich der Gasstrom in einer unmit- 
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telbar an das Gaseinlassorgan angrenzenden Einlasszone (EZ) homogeni- 
siert und die Ausgangsstoffe zumindest teilweise vorzerlegt werden, deren 
Zerlegungsprodukte in einer sich an die Einlasszone (EZ) angrenzenden 
Wachstumszone (GZ) unter stetiger Verarmung des Gasstroms auf den 
Substraten (4) abgeschieden werden, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Verminderung der horizontalen Erstreckung der Einlasszone (EZ) einer der 
beiden Ausgangsstoffe auch durch eine zusatzliche Gaseinlasszone (8) in 
die Prozesskammer (1) eingeleitet wird. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Verfahren nach Anspruch 2 oder insbe- 
sondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Ausgangsstoff, der 
durch eine dem Boden (3) der Prozesskammer (1) benachbarten Gaseinlass- 
zone (6) eingeleitet wird, auch durch die zusatzliche Gaseinlasszone (8) ein- 
geleitet wird. 

4. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
die zusatzliche Gaseinlasszone (8) der Decke (2) der Prozesskammer (1) be- 
nachbart ist. 

5. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zweite Ausgangsstoff durch eine zwischen einer dem Boden und einer 
der Decke benachbarten, mittleren Gaseinlasszone (7) eingeleitet wird. 



6. 



Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Ausgangsstoff ein Hydrid, beispielsweise A s Ha, PHs oder ein NHs 



ist. 
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7. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zweite Ausgangsstoff eine metallorganische Verbindung ist. 

8. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Zerlegungsprodukt des ersten Ausgangsstoffes ein Element der Gruppe 
V oder VI ist und das Zerlegungsprodukt des zweiten Ausgangsstoffes ein 
Element der Gruppe III oder II ist. 

9. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste und/oder der zweite Ausgangsstoff jeweils mittels eines Trager- 
gases durch die ihnen zugeordnete Gaseinlasszone (6, 7, 8) in die Prozess- 
kammer (1) eingeleitet wird. 

10. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Ausgangsstoff in einer 100- bis 5000-fach oder 1000 bis 5000-fach 
hoheren Konzentration in die Prozesskammer eingeleitet wird als der zwei- 
te Ausgangsstoff. 

11. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
die vertikale Hohe der dem Boden bzw. der Decke benachbarten Gasein- 
lasszone (6, 8) geringer ist als die vertikale Hohe der mittleren Gaseinlass- 
zone (7). 
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12. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Summe der beiden Hohen der dem Boden bzw. der Decke benach- 
barten Gaseinlasszonen (6, 8) kleiner ist als die H6he der mittleren Gasein- 



lasszone (7). 



13. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der einen Substrathalter bildende Boden (3) der Prozesskammer (1) von 
unten beheizt wird. 

14. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Prozesskammer (1) eine Achssymmetrie aufweist, wobei das Gaseinlas- 
sorgan im Zentrum (5) liegt. 

15. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Substrathalter (3) urn das Zentrum der Prozesskammer (1) drehange- 
trieben wird. 

16. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, gekennzeichnet durch eine Viel- 
zahl von in Umf angsrichtung auf dem Substrathalter (3) nebeneinander an- 
geordnete, kreisscheibenf ormige Substrattrager (9), welche gegeniiber dem 
Substrathalter (3) drehangetrieben sind und ein oder mehrere Substrate (4) 
tragen. 

17. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
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jeder Substrattrager (9) sieben kreisf ormige Substrate (4) tragt und insge- 
samt sechs oder mehr Subtrattrager (9) in gleichmafiiger Umfangsvertei- 
lung nahe aneinanderliegend dem Substrathalter (3) 2ugeordnet sind. 



18. 




19. 



Vorrichtung oder V erf ahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet dass 
die Zone der maximalen Wachstumsrate (10) radial innerhalb der kreisring- 
f ormigen Wachstumszone (WZ) im Randbereich der Einlasszonen (EZ) 
liegt. 



Vorrichtung oder Verf ahren nach einem oder mehreren der vorhergehen- 
den Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet dass 
der Durchmesser der Einlasszone (EZ) geringer ist als die radiale Erstrek- 
kung der Wachstumszone (GZ), 
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